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Rezonatory s piezoelektrickymi vrstvami na bazi AIN byly vyrobeny pomoci jednoduchého
vyrobniho procesu. Sestavaji z nosnikd vytvofenych pomoci vicevrstvé depozice asistovanym
iontovym svazkem. Preferenéné (001) orientované tenké vrstvy AIN maji vyjimecné vysoké
piezoelektrické koeficienty (7,33 + 0,08) pC-N-1. Vyroba rezonatorl byla dokonéena pomoci
pouhych ftfi litografickych kroku, za pouziti konvenéniho kfemikového substratu s plné
kontrolovatelnou tloustky nosniku, pfiemz na konci nosniku bylo implementovano zavazi.
Vzhledem k tomu, Ze depozice AIN byla provadéna pfi teploté = 330 °C, Ize tento proces
implementovat do standardni technologie CMOS, stejné tak i do nasledného zpracovani waferu
pfi vyrobé MEMS. Vychylky a rezonanéni frekvence rezonatort byly charakterizovany pomoci
laserové interferometrie a vibracni stolice. Na Obrazek 1 je zobrazeno schéma v nékolika
pohledech. Na Obrazek 2 je zobrazen vyrobni postup pro rezonatory s piezoelektrickymi vrstvami
na bazi AIN. Na Obrazek 3 pak vyrobené struktury rezonatoru umisténé v pouzdfe typu LCC68.
Dale na Obrazek 4 je zobrazeno interferenéni méfeni a na Obrazek 5 pak namérena vychylka pfi
rezonancni frekvenci 2520 Hz pro rizné hodnoty Vac.
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Obrazek 1: Schéma rezonatoru (neni v méritku): a) boc¢ni pohled; b) pohled shora.
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Obrazek 2: Vyrobni postup pro rezonatorovou strukturu: a) depozice vrstev na povrch Si substratu; b)

tvarovani Ti/AIN/Ti/Al vrstev; c) leptani pfikopu na horni strané metodou DRIE; d) metalizace, po které

nasleduje leptani na zadni strané zplsobujici oddéleni Cipu; e) leptani na zadni strané pomoci metody
DRIE k vytvoreni konecné struktury.

Obrazek 3: Vyrobené struktury rezonatoru umisténé v pouzdre typu LCC68: a) pohled shora; b) pohled ze
spodu s dirou pro volny pohyb rezonatoru.
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Obrazek 4: Interferometrické méreni rezonatoru: a) setup; b) elektricky signal z osciloskopu.
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Obrazek 5: Namérena vychylka pfi rezonanéni frekvenci 2520 Hz pro rizné hodnoty Vac. Vysledky FEM
simulace jsou zobrazeny ve vyrezu.

Parametry struktury:

Rozmér &ipu: 6x6 mm

Velikost nosnikd: 2x4 mm

Pocet nosniku: 2

Rozmér plochy s piezoelektrickou vrstvou: 1x1,5 mm

Rozmér zavazi: 1,5x2x0,5 mm
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